Yariiletken Elemanlarin ve Duzenlerin
Modellenmesi

) Odev 3
Uygulamal1 Odev (Verilis tarihi: 07.11.07, siire 3 hafta)

a- HP 4155 parametre analizorii yardimiyla bir bipolar tranzistor icin Vse = sabit
cikis 6zegrileri ¢ikartiniz.

b- Elde ettiginiz VBe = sabit c¢ikis 6zegrileri yardimiyla alcak frekans yoe cikis
iletkenliginin Vcg kolektor-emetor gerilimine gore degisimini bulunuz.

c- VBE = sabit ¢ikis 0zegrileri yardimiyla Gelistirilmis Ebers-Moll modelinde Early
olayim1 modellemek iizere ongoriilen Mr Early carpanini ve mc BC jonksiyonu
kapasite gradyan faktoriiniin nasil belirlenebilecegini arastiriniz, bunun icin bir
yontem oneriniz.

d- Olgiim yoluyla elde ettiginiz verilerlerden ve oOnerdiginiz yontemden
yararlanarak olctiigiiniiz bipolar tranzistor icin Mr Early ¢carpanini ve mc kapasite
gradyan faktoriinii belirleyiniz.

e- Belirlediginiz parameter degerlerini ve ilgili model denklemlerini kullanarak
Olciim sonucu elde etmis oldugunuz karakteristikleri bir kez de hesapla bulunuz.
Hesap sonuclarini ol¢im sonuclariyla karsilagtirarak aradaki farklam
yorumlayiniz.

Not: Her 6grenci farkh bir bipolar tranzistor iizerinde ol¢iim yapacaktir.
Bipolar tranzistorlar Elektronik Anabilim Dali'ndan saglanabilir.



